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１．概要（Summary） 

本研究では、大気圧マイクロ熱プラズマジェットを用い

た微量 Si ドープアモルファス Ge 膜の結晶化に関する研

究を行い、Ge 膜中の Si 濃度と結晶化膜の移動度を評価

した。本研究における分析、測定において広島大学ナノ

デバイス・バイオ融合科学研究所の設備を利用した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

SIMS、ホール効果測定装置 

【実験方法】 

成膜ガス中の Ge に対する Si の濃度比が 0~30%の範

囲で a-Ge:Si膜を 100 nm石英基板上に成膜した。その後、

大気圧マイクロ熱プラズマジェット(μ-TPJ)により結晶化を

行った。膜中のSi濃度については二次イオン質量分析装

置(SIMS)で調査を行い、ホール効果測定により、キャリア

密度と移動度の関係を調査した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に SIMSの結果を示す。成膜ガス中の Si濃度が

増えるにつれ、Geの二次イオン強度に対する Siの二次イ

オン強度比が段階的に増えていることが分かった。このこ

とから Si が膜中にドープされていると考えられる。以上の

ことから、Ge膜中の Si濃度がガス流量により制御できるこ

とが分かった。      

次に、µ-TPJ 照射により結晶化した poly-Ge 膜と

poly-Ge:Si  (Si10%)のホール効果移動度を Fig. 2 に示

す。poly-Ge 膜においては最大で 152 cm2/Vs(正孔密度 

2.55 × 1018 cm-3) を示し、 poly-Ge:Si (Si10%)膜におい

ては最大で 166 cm2/Vs のホール効果移動度(正孔密度 

1.59 × 1018 cm-3)であった。10%の Si ドープ膜において、

Si ドープの有無により、キャリア密度と Hall 移動度の分布

に明確な違いが見られなかった。今後、他の Si 濃度条件

についても評価を進めていく。 

４．その他・特記事項（Others） 
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 Fig. 2. Hall mobility on carrier 

concentration. 

Fig. 1. SIMS results 


